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GaAs 系面発光レーザ(VCSEL)では、エピタキシャル成長中のその場反射率スペクトルによる共振器

長制御が行われている。[1]一方、GaN 系では、その場反射率スペクトルによる共振器長制御の報告は

ほとんどない。今回、GaN系 VCSELの共振器長の制御を目的とし、AlInN/GaN DBR上にGaN共振器を

エピタキシャル成長させながら反射率スペクトルを測定し、その共振器長依存性を検討した。  

 GaN 共振器は AlInN/GaN DBR 上に成長温度 1100℃(設定温度)でエピタキシャル成長させた。この

DBR の室温でのストップバンドの中心波長は 416nm であり、上記成長温度では屈折率の温度依存性に

より 23nm長波長側にシフトして 439nmになる。[2]Fig.1に、この 439nmにおける反射率の成長時間依存

性を示す。GaN共振器の成長開始時(この時点で DBR上には 1/4 波長 GaN層がすでに存在)では高い

反射率を示しているが、エピタキシャル成長が進んで GaN共振器が厚くなるにつれ、反射率は上下に大

きく振動した。Fig.2に Fig.1で示した時点(①～⑤)での反射率スペクトルを示す。反射率が大きく低下した

時(②、④)は、ストップバンドに窪みが観測され、反射率が高い値に戻った時(③、⑤)はその窪みが消失

している。これは共振器長 L が共振条件(L=mλ/2)を満たした際に反射率が低下する、いわゆる

Fabry-Perot dipを観測していると考えられる。これに則して、Fig.1での①から⑤での、最終 AlInN層から

の共振器長 L は Fig.2 に記載した値になる。以上より、GaN 系 VCSEL においても、その場反射率スペク

トル測定による精密な共振器長制御が期待できる。 
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